* , -I 

esp@cenet document view 



Page 1 of 1 



Multichip press-contact type semiconductor device 



Patent number: 
Publication date: 
Inventor: 
Applicant: 

Classification: 

- international: 

- european: 



Application number: 
Priority number(s): 



DE69614195T 
2002-04-18 

TERAMAE SATOSHI (JP); HIYOSHI MICHIAKI (JP) 
TOSHIBA KAWASAKI KK (JP) 

H01L23/48; H01L25/07; H01L23/48; H01L25/07; (IPC1 
7):H01L23/48; H01L25/07 

H01L23/48F;H01L25/07N 

DE19966014195T 19960531 

JP1 99501 34451 19950531 



Also published as: 

EP0746023 (A2) 
US5708299 (A1) 
JP8330338 (A) 
EP0746023 (A3) 
EP0746023 (B1) 



Report a data error here 



Abstract not available for DE69614195T 
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IGBT chips (11) and FRD chips (12) are arranged 
on the same plane so as to be press-contacted 
by an emitter press-contact electrode plate (27) 
and a collector press-contact electrode plate (28) 
at the same time. The FRD chips are arranged at 
a central portion, and the IGBT chips are 
arranged at the peripheral portion of the FRD 
chips. A resin substrate (22) having an opening in 
its contact portion between a main surface of 
each of said chip and the emitter press-contact 
electrode plate is provided between both press- 
contact electrode plates. Gate press-contact 
electrodes (23) are formed on the resin substrate 
to be electrically connected to a gate electrode of 
each of the IGBT chips. Also, gate wires are fixed 
to the resin substrate to supply a control signal 
for controlling the IGBT chips to the gate 
electrode of the IGBT chips from the gate wires 
through the gate press-contact electrode. 
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Die vorliegende Erfindung betrifft eine Multichip- 
Halbleitervorrichtung vom. Druckkontakttyp, welcher in einem 
Zustand verwendet wird, in welchem eine Vielzahl von 
Jialbleiterchips, die jeweils eine Steuerelektrode haben,__. 
gleichzeitig zueinander einem Druckkontakt ausgesetzt werden. 

HerkSmmlicherweise ist die Halbleitervorrichtung vom 
Druckkontakttyp mit der Struktur bekannt gewesen, bei welcher 
ein einzelner Halbleiterchip in Sandwichbauweise zwischen 
Druckkontakt-Elektrodenplatten angeordnet ist. Ein Beispiel 
. fur eine solche Art von Halbleitervorrichtung vom 
Druckkontakttyp ist im US-Patent Nr. 4,996,586 Matsuda et al. 
"CRIMP -TYPE SEMICONDUCTOR DEVICE HAVING NON- ALLOY STRUCTURE" 
beschrieben. 

Ein weiteres Beispiel fur eine solche Art von ' 

Halbleitervorrichtung vom Druckkontakttyp" ist aus EP-A- 
0 637 080 bekannt, welche durch Anordnen von Halbleiterchips 
zwischen ersten und zweiten Druckkontakt-Elektrodenplatten in 
Sandwichbauweise verwendet wird, um einen Druck auf die 4 
ersten und zweiten Druck-Elektrodenplatten auszuuben, n&nlich 
die Halbleitervorrichtung vom Druckkontakttyp. Die'se 
Vorrichtung weist eine Vielzahl von Halbleiterchips auf, die 
.jeweils eine Steuerelektrode haben, die in Sandwichbauweise 
zwischen den ersten und zweiten Druckkontakt- 
Elektrodenplatten angeordnet sind, um auf derselben Ebene 
angeordnet zu sein, um durch die ersten und zweiten 
Druckkontakt-Elektrodenplatten gleichzeitig einem 
Druckkontakt ausgesetzt zu sein; ein Isoliersubstrat, das 
zwischen den ersten und zweiten Druckkontakt- 
Elektrodenplatten vorgesehen ist. und das eine Offnung in 
einem Kontaktteil zwischen einer Hauptoberf lache jedes der 
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Halbleiterchips und der ersten Druckkontakt-Elektrodenplatte 
hat; Elektroden, die mit der Steuerelektrode jedes der 
Halbleiterchips elektrisch verbunden sind; und Steuerdrahte, 
die am Isoliersubstrat fixiert sind, zum Zuftihren eines 
Steuersignals zum Steuem der jeweiligen Halbleiterchips zu 
der Steuerelektrode jedes der Halbleiterchips durch die 
Elektroden. 



Jedoch mufi bei der oben angegebenen herkSmmlicheri * 
Halbleitervorrichtung vom Druckkontakttyp die ChipgroSe 
vergrdSert werden, um einen Nennstrom zu erhohen. Deshalb 
gibt es ein Problem, das darin besteht, daS es eine starke 
Wahrscheinlichkeit dafur gibt, dafi Defekte, die unmoglich zu. 
entdecken sind, beim Erhohen einer Treiberf ahigkeit erzeugt 
werden, und eine Hersteliungsausbeute reduziert wird. 

Es ist die Aufgabe der vorliegenden Erfindung, eine' 
Halbleitervorrichtung vom Druckkontakttyp zu schaffeh, die 
auf einfache Weise- eine Treiberf ahigkeit erhohen kann und die 
zu einer Verbesserung einer Hersteliungsausbeute beitragen 



kann 



Diese Aufgabe wird durch eine Vorrichtung gem&S Anspruch 1 
geldst. 

Ein Vorteil der Erfindung besteht darin, daS sie ermoglicht, 
eine Halbleitervorrichtung vom Druckkontakttyp zu schaffen, 
die, ein Brechen eines Gatter- bzw. Gate-Drahts oder einen 
Kurzschluss aufgrund einer Schwingung zur Zeit eines 
Transport^ in einem Fall eines Verwendens der Struktur 
verhindern kann, bei welcher die Vielzahl von Halbleiterchips 
einem Druckkontakt ausgesetzt sind, um dadurch.die 
ZuverlSssigkeit zu verbessern. 

Ein weiterer Vorteil der Erfindung besteht darin, da& sie 
ermoglicht, eine Halbleitervorrichtung vom Druckkontakttyp zu 
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schaffen, die auf einfache Weise ein intelligentes 
Leisturigsmodul in bezug auf die Struktur strukturieren kann, 
bei welcher die Vielzahl von Halbleiterchips einem 
Druckkontakt ausgesetzt sind. 

Ein weiterer Vorteil der Erfindung besteht darin, daS sie 
zulSfit, eine Halbleitervorrichtung vom Druckkontakt typ zu 
schaff en, die einen fehlerhaften Druckkontakt verhindern 
"kann, welcher durch eine positionsmSfiige Verschiebung des 
Halbleiterchips aufgrund einer Schwingung zur Zeit eines 
Transports in einem Fall eines Verwendens der Struktur 
verursacht wird, bei welcher die Vielzahl von Halbleiterchips 
einem Druckkontakt ausgesetzt sind. 

Gemafi einem ersten Aspekt der Erfindung weist die 
Halbleitervorrichtung vom Druckkontakttyp gemafi der Erfindung 

folgendes auf: eine Vielzahl von Halbleiterchips, die jeweils 
eine Steuerelektrode haben, die auf . derselben Ebene 
angeordnet sind; erste und zweite Druckkontakt- 
Elektrodenplatten zum gleichzeitigen Ausuberi eines 

Druckkontakts auf die Vielzahl von Halbleiterchips; ein 
Isoliersubstrat, das zwischen den ersten und zweiten 
Druckkontakt-Elektrodenplatten ausgebildet ist, mit Sffnungen 
bei einem Kontaktteil zwischen einer Hauptoberf ISche jedes 
'der Halbleiterchips und der ersten Druckkontakt- 
Elektrodenplatte; Druckkontakt-Elektroden, die auf dem 
Isoliersubstrat vorgesehen sind, um mit der Steuerelektrode 
jedes der Halbleiterchips elektrisch verbunden zu sein; und 
Steuerdr&hte, die am Isoliersubstrat fixiert sind, zum 
Zufuhren eines Steuersignals zum Steuern der jeweiligen 
Halbleiterchips zur Steuerelektrode jedes der Halbleiterchips 
dur;ch die Druckkontakt-Elektroden. 

Gem&S der oben angegebenen Struktur wird die Vielzahl von 
Halbleiterchips durch die ersten und zweiten Druckkontakt- 
Elektrodenplatten einem Druckkontakt ausgesetzt. Dann kann 



zum Erhohen eines Nennstroms die Anzahl von Halbleiter chips 
erhoht warden, so daE eine Treiberf ahigkeit auf einfache 
Weise erhbht werden kann* Ebenso kann deshalb, weil eine 
grofie Anzahl von Halbleiterchips kleinen AusmaSes ausgebildet 
ist und nur gute Chips zur Verwendung ausgewahlt werden 
konnen, die Herstellungsausbeute verbessert werden. ' Daruber 
hinaus sind die Steuerdrahte am Isoliersubstrat fixiert. 
Deshalb kann selbst dann, wenn die grofie Anzahl von 
Steuerdrahten in der Struktur ausgebildet ist, welche einen 
Druckkontakt auf die Vielzahl von Halbleiterchips ausubt, die 
Vorrichtung erhalten werden, welche gegenuber einer 
Schwirigung stabil ist und welche eine hohe Zuverlassigkeit 
der Steuerdrahte hat. 

Ein zweiter Aspekt der -Erf indung bezieht sich auf eine 
Halbleitervorrichtung vom Druckkontakttyp, die f'olgendes 
aufweist: eine erste Gruppe von Halbleiterchips, die auf 
derselben Ebene angeordnet sind; eine zweite Gruppe von 
Halbleiterchips, die jeweils eine Steuerelektrode haben, die 
urn die erste Gruppe von Halbleiterchips angeordnet ist, urn 
auf derselben Ebene wie die. erste Gruppe von Halbleiterchips . 
zu sein; erste und zweite Druckkontakt-Elektrodenplatten zum 
. gleichzeitigen Ausuben eines Druckkontakts auf die ersten und 
zweiten Gruppen von Halbleiterchips; ein Isoliersubstrat:, das 
zwischen den ersten und zweiten Druckkontakt- 
Elektrodenplatten ausgebildet ist, mit Of fnungen bei einem * 
Kohtaktteil zwischen einer Hauptoberf ISche jedes der 
Halbleiterchips der ersten und zweiten Gruppen von . ■ 

Halbleiterchips und der ersten Druckkontakt-Elektrodenplatte; 
Druckkontakt-Elektroden, die auf dem Isoliersubstrat 
vorgesehen sind, urn mit der Steuerelektrode jedes der zweiten 
Gruppe von. Halbleiterchips elektrisch verbunden zu sein; und 
Steuerdrahte die am Isoliersubstrat fixiert sind, ' zum 
Zufuhren eines Steuersignals zum Steuern der zweiten Gruppe 
von Halbleiterchips zur Steuerelektrode der zweiten Gruppe 
von Halbleiterchips durch die Druckkontakt-Elektroden. 



GemaS der oben angegebenen Struktur wird auf die Vielzahl von 
Halbleiter chips durch die ersten und zweiten Druckkontakt- 
Elektrodenplatten Druckkontakt ausgetibt. Dann kann zum 
Erhohen eines Nennstroms die Anzahl von Halbleiterchips 
erhoht werden, so daS eine Treiberfahigkeit auf einfache Art 
und Weise erhoht werden kann. Ebenso kann deshalb, weil eine- 
groSe" Anzahl von Hal bleiterchips kleinen AusmaSes ausgebildet 
ist und nur gute Chips zur Verwendung ausgewahlt werden 
konhen, die Herstellungsausbeute verbessert werden . Dariiber 
hinaus sind die Steuerdrahte am Isoliersubstrat fixiert. 
Deshalb kann selbst dann, wenn die grofie Anzahl von 
SteuerdrShten in der Struktur ausgebildet ist, welche einen 
Druckkontakt auf die Vielzahl von Halbleiterchips ausiibt, die 
Vorrichtung erhalten werden, die. gegeniiber einer Schwingung 
stabil. ist und die *eine hohe ZuverlSssigkeit der Steuerdrahte 
hat* Weiterhin konnen deshalb, weil die zweite Gruppe von 
Halbleiterchips jewei-ls die Steuerelektrode in ihrem 
peripheren Teil hat, die Druckkontakt-Elektroden auf einfache 4 
Weise auf dem Isoliersubstrat ausgebildet werden. Ebenso ka hn . 
deshalb, weil die. Lange jedes der Steuerdrahte verkiirzt 
werden kann, die Verdrahtung auf einfache Weise vprgesehen 
werden, und es kann die Wahrscheinlichkeit reduziert werden, " 
dafi das Brechen oder das KurzschlieSen der DrShte auftreten 
wird, urn dadurch die Zuverl&ssigkeit zu verbessern. 

Eih dritter Aspekt der Erfindung bezieht sich auf. eine. 
Halbleitervorrichtung vora Druckkontakt.typ, die folgendes 
aufweist: eine Vielzahl von Halbleiterchips,. die jeweils eine 
Steuerelektrode habeh, die auf derselben Ebene angeordnet 
sind; ' erste und zweite Druckkontakt-Elektrodenplatten zum 
gleichzeitigen Ausiiben eines Druckkontakts auf die Vielzahl 
von Halbleiterchips; ein Isoliersubstrat, das zwischen den 
ersten und zweiten Druckkontakt-Elektrodenplatten ausgebildet 
ist, mit Offnungen bei einem Kontaktteil zwischen einer 
Hauptoberf lSche jedes der Halbleiterchips und der ersten 
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Druckkontakt-Elektrodenplatte; Druckkontakt-Elektroden, die 
auf dem Isoliersubstrat vorgesehen sind, um mit der 
Steuerelektrode jedes der Halbleiterchips elektrisch • 
verbunden zu sein; Steuerdrahte, die am Isoliersubstrat 
fixiert sind, zum Zufuhren eines Steuersignals zum Steuern 
der jeweiligen Halbleiterchips zur Steuerelektrode jedes der 
Halbleiterchips durch die Druckkontakt-Elektroden; und eiriem 
Widerstand zum Verhindern einer Oszillatiori/ um auf dem 
Isoliersubstrat angebracht zu werden, einen Thermistor zum 
Erfassen einer Tempera tur, ein Stromerf assungselement .zum 
Erfassen eines Oberstroms,. eine tiberstrom-Erf assungsschaltung 
und/oder eine Schutzschaltung zum Schutzen der jeweiligen 
Halbleiterchips. 

Gemafi der oben. angegeberien Struktur wird auf die Vielzahl von 
Halbleiterchips durch. die ersten und zweiten Druckkontakt- 
Elektrodenplatten einDruckkontakt ausgeubt. Dann kann zum 
* Erhohen eines Neiinstroms die Anzahl von Halbleiterchips 
erhSht werden, so daS.eine Treiberfahigkeit auf einfache 
"Weise erhoht werden kann. Ebenso kann deshalb, weil eine 
"groSe Anzahl von Halbleiterchips kleinen AusmaSes ausgebildet 
' ist und nur gute Chips zur Verwendung ausgewcLhlt werden 
konnen, die Herstellungsaus"beute verbessert werden. Dariiber 
hinaus ist der Widerstand zum Verhindern einer Oszillation, 
der Thermistor zum Erfassen einer Temperatur , das Strom- 
Erfassungselement zum Erfassen des ttberstrbms, die tiberstrom- 
Erfassungsschaltung und/oder die Schutzschaltung zum Schutzen 
der Halbleiterchips auf dem Isoliersubstrat angebracht. 
Deshalb kann das intelligente Leistungsmodul "auf einfache 
Weise strukturiert werden. Da die oben angegebenen Elemente 
und Schaltungen auf dem Isoliersubstrat angebracht sind, kann 
die Vorrichtung erhalten werden, die gegenuber einer 
Schwingung stabil ist und die eine hohe Zuverlassigkeit hat. 

Ein vierter Aspekt der Erf indung bezieht sich auf eine 
Halbleitervorrichtung vom Druckkontakttyp , die folgendes 
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aufweist: eine Vielzahl von Halbleiterchips, die auf 
derselben Ebene . angeor dnet sind; einen Isolierrahmen, der in 
der Hauptoberf lache jedes der Vielzahl von Halbleiterchips 
vorgesehen ist, mit Offnungen bei' Positionen entsprechend den 
jeweiligen Halbleiterchips; eine Warmepuf f erplatte vom 
Plattentyp, die an einer Ruckseite der Halbleiterchips 
vorgesehen ist; und erste und zweite Druckkontakt- 
Elektrodenplatten zum gleichzeitigen AuSiiben eines 
Druckkontakts auf die Vielzahl von Halbleiterchips, wobei der 
Isolierrahmen und die Warmepuf f erplatte vom Plattentyp die 
jeweiligen Halbleiterchips von obefen und unteren Richtungen 
aus in Sandwichbauweise umgeben, um dadurch die jeweiligen 
Halbleiterchips zu positionieren und zu fixieren, 

GemaS der oben angegebenen Struktur wird auf die Vielzahl von 
Halbleiterchips durch die fersten und zweiten Druckkontakt- 
Elektrodenplatten ein Druckkontakt ausgeiibt. Dann kann zum 
Erhdhen eines Nennstroms. die Anzahl von Halbleiterchips 
erh6ht werden, so daS eine Treiberfahigkeit auf ejLnfache 

Weise erh5ht werden kann, Ebenso kann deshalb, weil eine 

groSe Anzahl von Halbleiterchips kleinen Ausmafies ausgebildiet 
ist und-nur gute Chips zur Verwendung ausgebildet werden 
k6nnen, die Herstellungsausbeute verbessert werden. Dariiber 
hinaus sind die jeweiligen Halbleiterchips durch den 
Isolierrahmen und die W&rmepuf ferplatte vom Plattentyp von 
der, oberen und der unteren Richtung aus in -Sandwichbauweise 
umgeben, um dadurch die Halbleiterchips zu positionieren und" 
zu fixieren, Deshalb kann die positionsm^Sige Verschiebuiig 
jedes der Chips, welche durch eine -Schwingung zur Zeit eines 
Transports verursacht wird, verhindert werden, und die 
Defekte aufgrund des fehlerhaften Druckkontakts kSnnen 
verhindert werden, um dadurch die Zuverlassigkeit zu 
verbessern. Weitere vorteilhafte Ausfuhrungsbeispiele und 
Verbesserungen der Erfindung sind in den abhangigen 
Anspriichen aufgelistet. Diese Erf indung- kann vollst&ndiger 
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aus der folgenden detaiilierten Beschreibung in Zusammenhang 
mit den beigefugten Zeichnungen verstanden werden, wobei: 

* * 

Fig. 1 eine Querschnittsansicht einer . . 

Halbleitervorrichtung vom Druckkontakttyp eines 
ersten Ausfiihrungsbeispiels der vorliegenden 
Erfindung ist; 



Fig. 2 eine Explosionsansicht ist, die eirien Hauptteil 

einer Halbleitervorrichtung vom Druckkontakttyp der 
Fig. 1 zeigt, wenn die Halbleitervorrichtung vom 
Druckkontakttyp der Fig. 1 aus einer Umhullung 
herausgezogen ist und explosionsartig dargestellt 
ist. 

Fig. 3- eine Draufsicht ist, die die Position jedes der 

Halbleiterchips der Fig. 1 und 2 zeigt; 

Fig. 4 eine Draufsicht auf ein Harzsubstrat der Fig. 1 und 

2 ist, gesehen von einer Rxickseite aus; 



Fig. 5A eine Draufsicht ist, die einen Harzrahmen der Fig. 

1 und 2 erklart; 

* • • * . 

Fig. 5B . eine Querschnittsansicht entlang einer Linie 5B-5B 

der Fig. 5A ist; 

Fig. 5C eine Querschnittsansicht ist, die einen 

vergroEerten Endteil der Fig. 5B zeigt; 

Fig. -6 eine Explosionsansicht ist, die eine 

Halbleitervorrichtung vom Druckkontakttyp eines 
zweiten Ausfiihrungsbeispiels der vorliegenden 
" ... Erfindung erklart, urn einen Hauptteil der 

* * 

■ Halbleitervorrichtung. vom Druckkontakttyp zu - 
zeigen, wenn die Halbleitervorrichtung vom 
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Druckkontakttyp aus einer Umhtillung herausgezogen 
ist . und explosionsartig dargestellt ist;" 

Fig. 7 eine Explosionsansicht ist, die eine 

Halbleitervorrichtung vom Druckkontakttyp eines ■ ■ 
dritten Ausf-iihrungsbeispiels der vorliegenden 
Erfindung erklart, urn einen Hauptteil der 
Halbleitervorrichtung vom Druckkontakttyp, zu ■ _. 
zeigen, wenn die Halbleitervorrichtung vom 
* Druckkontakttyp aus einer UmMllung herausgezogen 
ist und explosionsartig dargestellt ist; 

Fig. 8 eine Explosionsansicht ist, die eine 

Halbleitervorrichtung vom Druckkontakttyp eines 
vierten Ausfiihrungsbeispiels der vorliegenden 
Erfindung erklart, uiu einen Hauptteil der 
Halbleitervorrichtung vom Druckkontakttyp zu 
zeigen, wenn die Halbleitervorrichtung vom 
Druckkontakttyp von einer Umhullung herausgezogen 
. ist und explosionsartig dargestellt ist; 

Fig. 9A eine Draufsicht ist, die eine Halbleitervorrichtung 

vom Druckkontakttyp eines funf ten 
Ausfiihrungsbeispiels der vorliegenden. Erf indung 
erklart,- urn die andere Struktur' des Harzrahmens zu 
zeigen; 

Fig. 9B eine Querschnittsansicht entlang einer Linie 9B-9B 

der Fig. 9A ist; 

Fig. ..10- eine Querfechnittsansicht ist, die eine 

Halbleitervorrichtung vom Druckkontakttyp eines 
sechsten Ausfiihrungsbeispiels der vorliegenden 
Erfindung erkl&rt, um IGBT-Chips, Chiprahmen, 
W&rmepuf f erplatten und einen Teil nahe einem 





bondierten Teil des H'arzrahmens auf eine 
vergro£erte Weise zu zeigen; 

Fig. 11 eine Draufsicht ist, die eine ■ Halbleitervorrichtung 

vom Druckkontakttyp eines siebten 

• Ausfuhrungsbeispiels der vorliegenden Erfindung 
erklart, um die andere Struktur des Harzsubstrats • 
zu zeigen ; 

Fig.- 12 eine Draufsicht ist, die eine Halbleitervorrichtung 

vom Druckkontakttyp eines- achten 
Ausfuhrungsbeispiels der vorliegenden Erfindung 
erklart, um die andere Struktur des Harzsubstrats . 
weiter zu zeigen; und 

Fig. 13 eine Draufsicht ist, die eine Halbleitervorrichtung 

vom Druckkpntakttyp eines neunten 

• Ausfiihrungsbeispiels der vorliegenden Erfindung 
erklart, um die Struktur eines Harzsubstrats zu 

zeigen, wenn es auf den IGBT-Chip eines Ecken-Gates 

angewendet wirdv 

Fig. 1 ist* eine Querschnittsansicht einer 
Halbleitervorrichtung vom Druckkontakttyp eines ersten 
Ausfuhrungsbeispiels der vorliegenden Erfindung. Fig. 2 ist 
eine Explosionsansicht> die einen Hauptteil der 
Halbleitervorrichtung vom Druckkontakttyp der Fig. l.zeigt, 
wenn die Halbleitervorrichtung vom Druckkontakttyp der Fig. 1 
von einer Umhullung herausgezogen ist und e^qplosionsar.tig 
dargestellt ist. Beim ersten Ausfuhrungsbeispiel ist eine 
Mehrchip-Halbleitervorrichtung vom Druckkontakttyp 
vorgesehen, die durch Ausuben eines. Druckkontakts auf eine 
Vielzahl von IGBT- (Bipolartransistoren mit isolierendem 
Gate) -Chips ausgebildet ist," und eine Vielzahl von FRD 
(Freilauf dioden) , die zu den IGBT-Chips parallelgeschaltet 
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sind, so dafi ihre Stromf lu&richtungen. entgegengesetzt 
zueinander sind. 

Eine Umhullung (oder ein Gehause) 10 ist beispielsweise aus 
Keramik ausgebildet. In bezug auf die IGBT-Chips 11, 11, . .., 
und die. FRD-Chips 12, 12, ... sind die vier Seiten ihrer 
Hauptoberf lachenseiten durch Chiprahmen 13, 13, ... fixiert, 
urn zu verhindern, daS ihre Position in einer horizontalen 
Richtung verschoben wird. Diese Chiprahmen 13, die aus • 
Silikortharz oder Polyethermid ausgebildet sind, sind an 
Eckenabschnitten der' vier Seiten der jeweiligen Chips 11 und 
12 mit einer Verklebung fixiert. W&rmepuf f erplatten 
(Eirutterseiten-WSrmepuff erplatten.) -14, 14, ... sind aus einer 
* Molybd&n- Platte ausgebildet, deren Dicke 1 bis 2 ram ist. Die 
'vier Ecken jeder der WSrmepuff erplatten 14 sind derart 
ausgebildet, da£ sie einen Krummungsradius von 0,2 bis 1,0 mm 
haben, urn zu verhindern, daS eine Last auf den Ecken jedes 
der Chips 11, 12 konzentriert wird. Eine WSrmepuf f erplatte 
vom Plattentyp (Kollektorseiten-Warmepuff erplatte) 15 ist an 
einer RBckseite jedes der Chips 11, 12 ausgebildet. Qffnungen 
18, 18, ... sind bei einem zentralen Ab'sehnitt eines 
Harzrahmens 16 ausgebildet, um den Positionen der jeweiligen 
Chips 11, 12 zu entsprechen, um dadurch einen Gitterrahmen 
auszubilden.'.Dann sind Greifer. 19., 19, ... an' einem aufieren 
peripheren Teil ausgebildet. Andeirerseits ist eine Offnung 20 
in einem Ringrahmen.. 17 ausgebildet, um der Waxmepuff erplatte . 
vom Plattentyp 15 zu entsprechen. Eingrif fsl6cher 21, 21, ... 
.sind bei Positionen entsprechend den Greifern 19 ausgebildet. 
. Die Greifer 19 des Harzrahmens 16 und die Eingrif fslScher 21 
des Ringrahmens stehen in Eingrif f miteinander. Anders 
ausgedriickt sind die WSrmepuff erplatten 14, die Chiprahmen 
13, die IGBT-Chips 11, die FRD-Chips 12 und- die 
Warmepuff erplatte vom Plattentyp 15 zwischen dem Harzrahmen 
16- und dem Ringrahmen 17 in Sandwichbauweise angeordnet. 
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Daruber hinaus ist in. einem rahmenartigen .Harzsubstrat 22 
eine. Offnung 22a ausgebildet, urn der Anordnung der jeweiligen 
Chips 11, 12. zu entsprechen. Aneiner Riickseite des 
Harzsubstrats 22 sind. Gate-Drahte 29 bei Positionen 
entsprechend Gate-Elektroden der jeweiligen IGBT-Chips 11 
ausgebildet, vim ein Steuersignal zu den Gate-Elektroden der 
jeweiligen IGBT-Chips 11 durch Gate-Druckkontakt-Elektroden 
23, 23, . .. zuzufizhren_. Die Gate-Druckkontakt-Elektroden 23 
werden einem Druckkontakt zur Elektrode der IGBT-Chips 11 
durch eine Feder (nicht gezeigt) ausgesetzt. Die Gate-Drahte . 
29 sind am Harzsubstrat 22 fixiert und werden durch eine aus 
Harz ausgebildete Schutzabdeckung 24 mit einer Offnung 24a 
entsprechend der Form der Offnung 22a geschutzt. Anders 
ausgedruckt sind die Eingrif f s lecher 25, 25, ... im. SuSeren 
peripheren Teil des Harzsubstrats 22 ausgebildet. Greifer 26, 
26, ... sind bei Positionen" entsprechend den Eingrif fslochern 
25 der Schutzabdeckung 24 ausgebildet. Dann werden die 
Greiter 26 in Eingrif f mit den Eingrif fslochern 25 gebracht, 
wodurch die Gate-Dr£hte geschutzt werden. 

■Eine Emitter-Druckkontakt-Elektrode 27 und eine Kollektor- 
Druckkontakt-Elektrode 28 sind derart ausgebildet, dafi sie in 
Sandwichbauweise mit den Chips 11, 12 , den Chiprahmen 13, den 

• Warmepuf ferplatten 14, der Warmepuf f erplatte vom Plattentyp 

.15, dem Isolierrahmen 16, dem Ringrahmen 17, der 
Schutzabdeckung 24 und dem Isoliersubstrat 22 dazwischen 
arigeordnet sind. An der Riickseite der Emitter-Druckkontakt- 

" Elektrodenplatte 27 sind sSulenartige vorstehende Teile bei 
den Positionen. entsprechend den jeweiligen IGBT-Chips 11 und 
deh FRD-Chips 12 ausgebildet. Die yorstehenden bzw. 
projizierenden Teile uben einen Druckkontakt auf die 

; Hauptoberf l&che jedes der Chips 11, 12 durch die Offnung 22a 
des Harzsubstrats 22, die Offnung 24a der Schutzabdeckung 24, 
die Offnungen 18 des Harzrahmens 16, die Warmepuf ferplatten. 
14 und die Chiprahmen 13 aus. Dann werden die 
Projektionsabschnitte in einem Zustand verwendet, in welchem 
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ein hohe'r Druck auf die Emitter-Druckkontakt-Elektrodenplatte 
27 und die Kollektor-Druckkontakt-Platte 28 ausgeubt wird. 

Fig. 3 ist eine Draufsicht, die die Anordnung der jeweiligen 
Chips der Fig, 1 und 2 zeigt. Wie es in der Figur gezeigt 
ist, sind die FRD-Chips 12 beim zentralen Teil angeordnet, 
und sind die IGBT-Chips 11 beim peripheren Teil angeordnet, 
/um i die FRD- Chips 12 zu umgeben. Die FRD-Chips 12 sind zu den 
IGBT-Chips 11 parallelgeschaltet, so dafi ihre 
Stromf luSrichtungen entgegengesetzt zueinander sind. Fig. 4 
ist eine Draufsicht auf das Harzsubstrat 22 der Fig. 1 und 2, 
gesehen von der Riickseite aus. Auf dem Harzsubstrat sind die 
Gate-Druckkontakt-Elektroden 23 bei Positionen entsprechend 
den Gate-Elektroden der jeweiligen IGBT-Chips 11 vorgesehen. 
Dann sind die Gate-DrShte 29 mit diesen Gate-Druckkontakt- 
Elektroden 23 verbunden. Die Gate-Drahte .29 sind an einem 
Teil mehrdrahtig, urn zu einem SuEeren Abschnitt gefiihrt zu 
werden. Dann wird das Steuersignal von den"Gate-Dr&hten 29 
eingegeben, um zu den Gate-Elektroden der jeweiligen IGBT- 

* * * 

Chips 11 durch' die Gate-Druckkontakt-Elektroden. 23 zugefuhrt 
zu werden, wodurch eine Ein/Aus-Steuerung ausgeftihrt wird. 

Fig. 5A ist eine Draufsicht auf den Harzrahmen 16 der Fig. 1 
und 2, Fig. 5B ist eine Querschnittsansicht entlang einer 
Linie 5B-5B des Harzrahmens 16 der Fig. 5A und Fig. 5C ist * 
eine Querschnittsansicht, die einen vergroBerten Endteil des 
Harzrahmens 16 der Fig. 5B zeigt. Wie es in Fig. -5A gezeigt 
ist, ist der Gitterrahmen bei einer Grenzposition zwischen 
den . IGBT-Chips 11 'und den FRD-Chips 12 ausgebildet, gezeigt 
durch eine Zweipunkt-Strich-Linie. Dann werden diese Chips 
11 12 durch den Harzrahmen 16 aus einer oberen Richtung aus 
einem Druck ausgesetzt, um gehalten zu werden. 

Gemafi der oben angegebenen Struktur wird die Vielzahl von 
IGBT-Chips 11 in einem Zustand einem Druckkontakt ausgesetzt, 
in welchem ein hoher Druck auf die Emitter-Druckkoritakt- 
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Elektrqdenplatte 27 und die Kollektor-Druckkontakt-Platte 2S 
ausgeubt wird. . Deshalb kann die Anzahl von Chips 11 erhoht 
werden, um den Nennstrom- zu erhdhen. Als Ergebnis kann die 
Treiberf&higkei.t auf einfache Wei se erhoht werden. Ebenso 
kann deshalb, weil eine groSe Anzahl von IGBT-Chips 11 
kleinen Ausma£es ausgebildet ist und nur gute Chips zur 
Verwendung ausgewahlt werden konnen, die Herstellungsausbeute 
verbessert werden. Dariiber hinaus gibt es deshalb, weil die 
Gate-Elektrodendratite 29 am Harzsubstrat 22 fixiert sind, 
eine' geringe Wahrscheinlichkeit dafiir, daS der Gate- 
Elektrodendraht aufgrund einer Schwingung zur Zeit eines 
Transports kuxzgeschlossen oder zerbrochen wird. badurch kann 

die Zuverlassigkeit der Gate-Elektrodendrahte 29 verbessert- 

• * . ' 

werden. : Weiterhin konnen deshalb, weil' die IGBT-Chips 11 bei'm 

* 

peripheren Teil angeordnet sind, die Gate-Druckkontakt- 
Elektroden 23 auf einfache Weise auf dem Harzsubstrat 22 
ausgebildet werden, und die Lcinge jedes der Gate- 
Elektrodendrahte 29 kann reduziert werden. Deshalb konnen die. 
iirahte auf einfache Weise angeordnet werden, und es kann eine . 
Wahrscheinlichkeit reduziert werden, dag, das Brechen und das 
kiirzschlieSen auftreten werden. Angesichts clieser Punkte kann 
die Zuverlassigkeit verbessert werden. Dariiber hinaus kann 
deshalb, weil die Lange jedes der .Gate- Elektrodendrfthte 29, 
29, . reduziert Werden kann, eine Reduzierung- von 
Induktanzkonrponenten verbessert' werden. Weiterhin sind die m 
warmepufferplatten 14, ^ die Chiprahm.en 13, die IGBT-Chips 11, - ■ 
die FRD-Chips 12 und die Warmepuf ferplatte vom Plattentyp 15 
zwischen dem Harzrahmen 16 und dem Ringrahmen 17 * von den 
oberen und unteren Richtungen aus in Sandwichbauweise 
angeordnet, um dadurch die jeweiligen Chips 11, 12 in den 
oberen. und unteren Richtungen zu positionieren und zu' 
fixieren. Als Ergebnis kann die positionsmSfiige Verschiebung 
der Chips aufgrund einer Schwingung zur Zeit eines ' Transports 
verhindert werden, d.h. kein Druck wird auf die Druckkontakt- 
Elektroden 27 und 28 ausgeubt. Dariiber hinaus kSnnen Defekte 
verhindert werden, die durch den f ehlerhaf ten Druckkontakt 
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erzeugt werden, wie beispielsweise das Brechen des Chips und 
der KurzschluS zwischen den Chips, welche dann erzeugt 
werden, wenn ein hoher Druck auf die Emitter-Druckkontakt- 
Elektrodenplatte 27 und die Kbllektor-Druckkontakt- 
Elektrodenplatte 28 in einem Zustand ausgeubt wird, in 
welchem die Position des. Chips verschoben wird. .Dadurch kanri 
die Zuverlassigkeit verbessert werden. . 

Fig. 6 ist eine Explosionsansicht, die eine 
Halbleitervorrichtung vom Druckkontakttyp /eines zweiten 
Ausfiihrungsbeispiels der vorliegenden Effindung erklSrt, um 
einen Hauptteil der Halbleitervorrichtung- vom Druckkontakttyp 
zu zeigen> wenn die Halbleitervorrichtung vom Druckkontakttyp 
aus der Umhiillung herausgezogen ist und explosionsartig 
dafgestesllt ist. Beim ersten Ausftihrungsbei spiel sind die 
Warmepuf ferplatten 14 an den jeweiligen Chips 11, 12 
angeordnet. Beim zweiten Ausftihrungsbeispiel ist eine 
'Weichmetallfolie 41 mit geringem. Widerstand zwischen den 
Chips 11, 12 und den Warmepuf ferplatten 14 yorgesehen. Die 
Folie 41 ist aus Cu ausgebildet. 



GemaS der oben angegebenen Struktur kann ein elektrischer 
Kontakt zwischen den Chips' 11, 12 und den Warmepuf ferplatten 
14 zufriedenstellend hergestellt werden. 

Fig. 7 ist eine Explosionsansicht., die eine 
Halbleitervorrichtung vom Druckkontakttyp eines dritten 
Ausfiihrungsbeispiels der vorliegenden Erfindung erklSrt, um 
einen Hauptteil der Halbleitervorrichtung vom Dtmckkontakttyp 
zu zeigen, wenn die Halbleitervorrichtung vom Druckkontakttyp 
aus der Umhuliung herausgezogen ist und explosionsartig 
dargestellt ist. 

Beim dritten Ausftihrungsbeispiel sind Silberbogen 42 zwischen 
der Emitter-Druckkontakt-Elektrodenplatte 27 und -den 
Warmepuf ferplatten 14 vorgesehen. Daruber sind Silberbogen 43 





zw.ischen den Chips 11 , 12 und der WSrmepuf f erplatte vom 
Plattentyp 15 vorgesehen. 

GemaS' der oben angegebenen Stf uktur des dritten 
Ausfuhrungsbeispiels konnen durch Verwenden der Silberbogen 
42 Mind 43 Variationen eines Drucks absorbiert werden, die 
durch die Unterschiede in bezug auf die Dicke der jeweiligen 
_Chips 11, _12_und. die Unterschiede in_bezug auf die Dicke der 
Warmepuf f erplatten 14 erzeugt werden, Deshalb kann ein 
gleicher Druck auf' die jeweiligen Chips 11;. 12 zur Zeit des 
Druckkontakts ausgeiibt werden. 

+ 

Es ist zu beachten, daS entweder Silberbogen 42 Oder 
Silberbogen 43 vorgesehen sein konnen, wie es erforderlich 
ist. 

Fig. 8 ist eine Explosionsansicht, die eine 
Halbleitervorrichtung vom Druckkontakttyp eines vierten 
Ausfuhrungsbeispiels der vorliegenden Erf indung erkl&rt, um 
einen Hauptteil der Halbleitervorrichtung vom Druckkontakttyp 
zu zeigen, wenn die Halbleitervorrichtung vom Druckkontakttyp 
aus der Umhullung herausgezogen ist und explosionsartig 
dargestellt ist. Beim ersten Aus fuhrurigsbei spiel standen der. 
Harzrahmeii 16 und der Ringrahmen .17 in Eingriff miteinander, 
und das Harzsubstrat 22 und die Schutzabdeckung 24 standen in 
Eingriff miteinander. Beim vierten Ausftihrungsbeispiel sind 
Greifer'44 im Ringrahmen 17 ausgebildet, und Eingriff slocher 
45 sind bei einer Position entsprechend der Schutzabdeckung 
24 ausgebildet. Dann stehen die Greifer 44 in Eingriff mit 
den Eingrif fslochiern. 

GemaS der oben angegebenen Struktur des vierten 
Ausfuhrungsbeispiels stehen das Harzsubstrat 22' und die- 
Schutzabdeckung 24 in Eingriff miteinander. Ebehso stehen. der 
Harzrahmen 16 und der Ringrahmen 17 in Eingriff miteinander. 
"Daruber hinaus stehen die Schutzabdeckung 24 und der 
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Ringrahmen 17 in Eingriff miteinander. Als Ergebnis sind das 
Harzsubstrat 22, die Schutzabdeckung 24, der Harzrahmen 16, 
die Warmepuf ferplatten 14, die Chiprahmen 13,. die FRD-Chips 
12, die IGBT-Chips 11, die WSrmepuf ferplatte vom Plattentyp' 
15 und der Ringrahmen 17 zwischen der Endtter-Druckkontakt- 
Elektrodenplatte 27 und der Kollektor-Druckkontakt- 
Elektrodenplatte 28 in Sandwichbauweise angeordnet, urn als 
eine Einheit ausgebildet_zu sein.' Die qben angegebene_ 
Struktur wird stabil gegenuber einer Schwingung, welche zur 
Zeit eines Transports verursacht wird, 

GleichermaEen ist es moglich, Greifer in einem vom Harzrahmen 
16. und vom Harzsubstrat 22 urid Eingriff slocher im anderen 
auszubilden, um den Harzrahmen 16 in Eingriff mit dem 
Harzsubstrat 22 zu bringen. 

Fig. 9A"ist eine Draufsicht, die eine Halbleitervorrichtung 
•vom Druckkontakttyp eines funften Ausfiihrungsbeispiels der 
vorliegenden Erfindung erklart, um die andere Struktur des 
Harzrahmens zu zeigen. Fig. 9B ist eine Querschnittsansicht 



entlang einer Linie 9B-9B der Fig. 9A. Ein Harzrahmen 16' der 
Fig. 9A und 9B ist grundsatzlich .derselbe wie der Harzrahmen. 
16 der Fig. 5A bis 5C. Jedoch ist ein Bereich 16a des 
Gitterrahmens, zu welchem eine Schraf f ierung ' hinzugef ugt ist, 
derart ausgebildet, da& er dicker als die anderen peripheren. 
Bereiche ist. 

GemaS der oiben angegebenen Struktur des ftinften 
Ausfiihrungsbeispiels dient darin, wenn eine Schwingung zur 
Zeit eines Transports ausge\ibt wird, der Bereich 16a als ein 
Stopper in einier horizontalen Richtung, um die* 
pp si tionsm&fiige. Verschiebung der Chips ef f ektiv zu 
verhinderii, so daS die Erzeugung von Defekten aufgrund eines 
fehlerhaften Druckkontakts verhindert werden kann, und die 

Zuverlassigkeit verbessert werden kann. 
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Fig. 10 ist-eine Querschnittsansicht, die eine 
Halbleitervorrichtung vom Druckkontakttyp eines sechsten 
Ausfiihrungsbeispiels der vorliegenden Erfindung erkl&rt, urn 
IGBT-Chips 11 (FED- Chips 12), Chiprahmen 13, 
WSrmepufferplatten 14 und einen Teil nahe einem bondierten 
Teil des Harzrahmens 16 zu zeigen. Genauer gesagt sind 
Kerbenteile 13a, 13a,.... in einem aufieren peripheren Teil 
der Chiprahmen 13 ausgebildet. Projizierende bzw. vorstehende 
"^schnitte 16a, 16a, ... sind im Harzrahmen 16 ausgebildet, 
urn Kontaktteilen mit den Chiprahmen 13 zu entsprechen. Dann 
stehen die Chiprahmen 13 und der Harzrahmen 16 in Eingriff . 
miteinander/ urn dadurch die jeweiligen Chips 11, 12 in den 
oberen und unteren Richtungen zu positiohieren und zu 
fixieren. Zusatzlich kanji jeder Chip in.einer hbrizontalen 
Richtung positioniert werden. 

GemaS der oben ange : gebenen Struktur des sechsten \ 
Ausftihrungsbeispiels konnen die Chips in den oberen und. 
linteren Richtungen und der horizontalen Richtung positioniert 

Werden,, urn fixiert zu werden. Deshalb kann die 

-positionsmafiige Verschiebung. der Chips aufgrund einer 
Schwingung zur Zeit eines Transports verhindert werden, d.h. 
kein Druck wird auf die Druckkontakt-Elektrodeii .27 und 28 
ausgeiibt. Dariiber hinaus kSnnen Defekte sicher verhindert . 
werden, die durch den f ehlerhaf ten Druckkontakt erzeugt 
werden.. 

Fig. 11 ist eine Draufsicht, die eine- Halbleiteryorrichtung 
vom Druckkontakttyp eines siebten Ausfiihrungsbeispiels der 
vorliegenden Erfindung erklart. - Genauer gesagt -sind 
Widerstande 30, 30, ... ein Thermistor 31 und e in . 
Stromerfassungseienvent 32 auf dem Harzsubstrat 22 
ausgebildet. Die Widerstande 30' sind Gate-Wider stSnde, die 
zwischen den' Gate-Dr&hten 29 und den Gate-Druckkontakt- 
Elektroden 23" vorgesehen sind, urn zu verhihdern, daS die- 
IGBT-Chips oszilliert werden. Der Thermistor 31 wird zum 
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Prufen einer Temperatur der Halbleitervo'rrichtung vom 
Druckkontakttyp verwendet, um zu verhindern, dafi die 
Temperatur auf anormal hoch ansteigt; Der Thermistor 31 ist 
mit einer Teirperaturerfassungsschaltung verbunden, die an 
einer aufcereri Einheit vorgesehen ist. Das 
' Stromerfassungselement 32.wird zum Prufen eines Stroms' 
verwendet, der zu den IGBT-Chips 11 fliefit, um ein FlieSen 
eines Ubers.troms zu verhindern. Pas Stromerfassungselement 32 
ist mit einer Uberstromerfassungsschaltung verbunden, die an 
einer auSeren Einheit vorgesehen ist. 

GemaS der oben angegebenen Struktur des siebten. 
Ausfiihrungsbeispiels kann deshalb, weil verschiedene Elemente 
am Harzsubstrat 22' angebracht werden konnen, das intelligente 
Leistungsmodul auf einfache Weise strukturiert werden. Ebenso 
kann eine hohe Widerstandsfahigkeit gegenuber einer 
Schwingung erhalten werden. 

Es ist zu beachten, da£ eine Zenerdiode mit etwa 30 V 
zwischen dem GateanschluE des IGBT und dem Emitter 

* * * 

angeschlossen sein kann, oder ein Kondensator bzw. eine 
Kapazitat zwischen dem GateahschluS und dem Emitteranschlufi 
eingefugt Bein kann*. Diese Zenerdiode und* der 'Kondensator 
werden auf dem Harzsubstrat 22 angebracht. Wie es in Fig. 12 
gezeigt 1st, ist es dariiber hinaus m5glich, eine 
Oberstromerfassungsschaltung 46, die nicht nur das 
Stromerfassungselement 32, sondern auch die. anderen Elemente 
enthSlt/. und eine Schutzschaltung 47 zum Schutzen von IGBT- 
Chips 11 darauf anzubringen. 

• ■, - * . 

Fig., "13 ist eine Draufsicht, die eine Halbleitervorrichtung. 

vom Druckkontakttyp eines neunten Ausfiihrungsbeispiels der 

vorliegenden Erf indung erklart . - Die ersteh bis achten 

Ausfuhrungsbeispiele erklarten die Struktur, bei welcher die 

Gateanschlusse beim Zentrum bzw. in der Mitte der jeweiligen 

* 

IGBT-Chips 11 ausgebildet sind. Das neunte 



Ausfuhrungsbei spiel zeigt die Struktur des Harzsubstrats 22, 
bei welcher die Gateanschliisse an den Ecken der IGBT-Chips 
vorgesehen sind. Im Fall der Struktur, bei welcher die 
Gateanschlttsse an den Ecken der IGBT-Chips vorgesehen sind, * 
konnen die Gate-Drahte 29 verglichen mit der Struktur 
verkiirzt werden, bei welcher die Gateanschlusse beim Zentrum 
der jeweiligen IGBT-Chips ausgebildet sind. Daher kSnnen die 
Drahte auf einfache Weise _angeordnet werden,. und eine _ 
Wahrscheinlichkeit kann reduziert werden, dafi- das Brechen und 
KurzschlieSen auftreten wird. Als Ergebnis kann die 
Zuverlassigkeit verbessert werden . Daruber hinaus kann eine 
Reduzierung von Induktanzkomponenten der Drahte 29 verbessert 
werden, x 

Die .vorliegende Erfindung ist nicht auf die ersten bis 

heunten Ausfuhrungsbei spiele beschrankt, und verschiedene 

Modif ikationen konnen durchgefiihrt werden, ohne vom 

Sinngehalt der vorliegenden Erfindung abzuweichen. 

Beispielsweise erklSrten die oben angegebenen 

Ausfiihrungsbeispiele den rtlckwarts leitenden Druckkontakttyp- 

IGBT als ein Beispiel der Halbleitervorrichtung vom 

Druckkontakttyp. Es'ist nattirlich, dafi der ruckwarts leitende 

* •." ■ 

Druckkontakttyp- IGBT auf die Halbleitervorrichtung vom 

Druckkontakttyp unter Verwendung der anderen Elemente 
angewendet werden kanri. • 

» ... 

Wie es oben angegeben ist, kann gemafi der vorliegenden 
Erfindung eine Halbleitervorrichtung vom Druckkontakttyp. 
erhalten werden, die auf einfache Weise die Treiberf ahigkeit 
erhohen kann, und die zu einer Verbesserung der 
Herstellungsausbeute. beitragen kann. Ebenso kann- gem&fi der 
vorliegenden Erfindung eine Halbleitervorrichtung vom 
Druckkontakttyp geschaffen werden, die ein Brechen eines 
Gate-Drahts oder einen Kurzschlufi. auf grund einer Schwingung 
zur Zeit, eifies Transports in einem Fall eines Verwendens deir 
Struktur verhindern kann, bei welcher die.Vielzahl von 
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Halbleiterchips einem Druckkontakt ausgesetzt werden, urn - 
dadurch die ZuverlSssigkeit zu verbessern. Daruber hinaus 
kann'gemaS der vorliegenden Erfindung eine 

Halbleitervorrichtung vom Druckkontakttyp geschaffen werden, 
"die auf einfache Weise ein intelligentes Leistungsmodul in 
bezug auf die Struktur strukturieren kann, bei welcher die 
Vielzahl von Halbleiterchips einem Druckkontakt ausgesetzt 
sind. We i terhin kann gema S d er vorliegenden Erfindung eine _ 
Halbleitervorrichtung vom Druckkontakttyp geschaffen werden, 
die einen fehlerhaften Druckkontakt verhindern kann, der 
durch eine positionsm'afiige Verschiebung des Halbleiterchips 
aufgrund einer Schwingung zur Zeit eines Transports 
verursacht wird, und zwar einem Fall eines Verwendens der 
Struktur, bei welcher die Vielzahl von Halbleiterchips einem 
Druckkontakt ausgesetzt sind. 
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PatentansprEiche 

1.. Halbleitervorrichtung vom Druckkontakttyp, . die durch 

- Anordn en v on Halbleiterchips zwischen einer ersten und 

i - - - 

einer zweiten Druckkontakt-Elektrodenplatte im 
Mehrschichtenaufbau verwendet wird, urn Druck. auf die 
erste und die zweite Druckkontakt-Elektrodenplatte 
auszuuben, wobei die Halbleitervorrichtung vom 
Druckkontakttyp eine Vielzahl von Halbleiterchips (11, 
12) aufweist, die jeweils eine Steuerelektrode haben, die 
zwischen der ersten und der zweiten Druckkontakt- 
Elektrodenplatte (27, 28) im Mehrschichtenaufbau 
angeordnet sind, um auf derselben Ebene angeordnet zu 
sein, urn durch die erste und die zweite Druckkontakt- 
Elektrodenplatte gleichzeitig einem Druckkontakt- 
ausgesetzt zu werden; ein Isoliersubstrat (22), das 
zwischen der e.rsten und der zweiten Druckkontakt- 
Elektrodenplatte vorgesehen ist und eine Offnung (22a) in 
einem Kontaktteil zwischen einer Hauptoberf lSche jedes 
der Halbleiterchips und der ersten Druckkontakt - 
■Elektrodenplatte hat; Druckkontakt-Elektroden (23), die 
mit der Steuerelektrode jedes der Halbleiterchips • . 

elekt.risch verbunden sind; und Steuerdrahte {29), die am 
Isoliersubstrat bef estigt sind, ■ zum Zufuhren eines 
Steuersignals zum Steuern der jeweiligen Halbleiterchips 
zur Steuerelektrode jedes der Halbleiterchips durch die ■ 
Druckkontakt-Elektroden.. 

2. Halbleitervorrichtung vom Druckkontakttyp nach Anspruch 
i, dadurch gekennzeichnet, dafi die Chips eine. erste 
Gruppe von Chips (12) aufweisen, die zwischen der ersten 
und der. zweiten Druckkontakt-Elektrodenplatte (27, 28) im 
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Mehrschichtenaufbau angeordnet sind, um auf derselben 
Ebene angeordnet zu sein, um durch die erste und die' 
.zweite Druckkontakt-Elektrodenplatte gleichzeitig einem 
Druckkontakt ausgesetzt zu werden; und eine zweite Gruppe 
von Chips (11), die jeweils eine Steuerelektrode haben, 
die zwischen der ersten und der zweiten Druckkontakt- 
Elektrodenplatte (27/' 28) im Mehrschichtenaufbau 
: a . n S^or<inet. sind, um auf derselben Ebene vie die erste 
Gruppe von Halbleiterchips angeordnet zu sein, um uin die 

r 

erste Gruppe von Halbleiterchips positioniert zu sein, um 
durch die erste und die zweite Druckkontakt- 
Elektrodenplatte zusammen mit der ersten Gruppe von 
Halbleiterchips gleichzeitig. einern Druckkontakt 
ausgesetzt zu sein; wobei die Druckkontakt-Elektroden 
(23) mit der Steuerelektrode jeder der zweiten Gruppe von 
Halbleiterchips- elektrisch verbunden sind. 

Halbleitervorrichtung vom Druckkontakttyp nach Anspruch 
1, gekennzeichnet durch wenigstens einen Widerstand (30) 
zum Verhihdern einer Oszillation, um auf dem 
Isoliersubstrat angebracht zu sein, einen Thermistor (31) 
zum Erfassen einer Ternperatur> ein Stromerfdssungselement 
(32) zum Erfassen eines titoerstroms, eine 
tfberstromerfassungsschaltung (46) und eine 
Schutzschaltung (.47) zum Schiitzen der jeweiligen 
Halbleiterchips - 

Halbleitervorrichtung vbm Druckkontakttyp nach Anspruch. 
1, gekennzeichnet durch einen Isolierrahmen (16) , der in 
der Hauptoberf ISche jedes der Vielzahl von 
Halbleiterchips* vorgesehen ist . und Offnungen (18). an 
Teilen entsprechend den jeweiligen Halbleiterchips hat; 
eirie Warmepuf ferplatte vom Plattentyp (15) , die an einer 
Riickseite der Halbleiterchips vorgesehen ist; und eine 
erste und eine, zweite Druckkontakt-Elektrodenplatte (27/ 
28) zum gleichzeitigen Ausiiben eines Druckkontakts auf 
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die Vielzahl von Halbleiterchips, wobel der Isolierrahmen 
(16) und die Warmepuf f erplatte vom .Plattentyp (15) die 
jeweiligeri Halbleiterchips von einer oberen und einer 
unteren. Richtung aus in einem Mehrschichtenaufbau 
. anordnen,- urn dadurch die jeweiligen Halbleiterchips zu 
positipnieren und zu fixieren. 

'Halbleitervor rich tung vom Druck kont akttyp nach. Anspruch 1 
oder 2, dadurch gekennz.eichnet, dafi sie weiterhin 
folgehdes. aufweist:. eine Schutzabdeckung (24) zum 
Schutzen der Steuerdrahte, die an dem Isoliersubstrat 
befestigt sind. 

Halbleitervorrichtung vom Druckkontakttyp nach Anspruch ■ 
3, dadurch . gekennzeichnet, daS sie weiterhin folgendes 
aufweist: eine Schutzabdeckung (24) zum Schutzen*. der am 
Isoliersubstrat befestigten Drahte und wenigstens einen 
Widerstand zum Verhindern einer Oszillation; urn auf dem 
Isoliersubstrat angebracht zu sein,- einen Thermistor zum 
Erfassen einer Temperatur, ein Stromerfassungselement zum 
Erfassen eines Oberstroms, eine 

Oberstromerfassungsschaltung und eine Schutzschaltung zum 
Schutzen der jeweiligen Halbleiterchips,. 

Halbleitervorrichtung vom Druckkontakttyp nach Anspruch ^5 
oder 6, dadurch gekennzeichnet/ dafi die Schutzabdeckung 
(2.4) im Eingriff mit dem Isoliersubstrat (22) ist bzw-; es 
beriihrt. 

Halbleitervorrichtung- vom Druckkontakttyp nach Anspruch 1 
oder 3, dadurch .gekennzeichnet, ,dafi sie weiterhin eine 
Warmepuf ferplatte vom Plattentyp (15) aufweist, die 
zwischen der Vielzahl von Halbleiterchips und der zweiten 
Druckkontakt-Elektrpde vorgesehen ist. 
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9. Halbleitervorrichtung vom Druckkontakttyp nach Anspruch 
2, dadurch gekennzeichnet, dafi sie weiterhin eine 
. 1 WSxmepuf f erplatte vom. Plat'tentyp (15) aufweist, die 
zwischen den ersten und zweiten Grappen von 
Halbleiterchips (12, 11) und der zweiten Druckkontakt- 
Elektrodenplatte (28) vorgesehen list, 

10- Ha lbleitervorrichtung vom Druckkontakttyp nach Anspruch 
8, dadurch gekennzeichnet, dafi sie weiterhin eine. 
Vielzahl von Silberschichten (43) aufweist,. die jeweils 
zwischen der Hauptoberf ISche jedes der Vielzahl von 
Halbleiterchips und. der Vielzahl von Warmepuff erplatten 
vorgesehen sind. 

11. Halbleitervorrichtung vom Druckkontakttyp nach Anspruch 
9,. dadurch gekennzeichnet, daS sie weiterhin eine 
Vielzahl von Silberschichten (43) aufweist, die jeweils 
zwischen der Hauptoberf lache jeder.. der ersten und zweiten 
Gruppen von Halbleiterchips und der W&rmepuf ferplatte 
vorgesehen sind. 

12. Halbleitervorrichtung vom Druckkontakttyp nach einem der 
Anspriiche 1, 3 und 8, dadurch gekennzeichnet, dafi' sie 
weiterhin eine Vielzahl von Warmepuf f erplatten (14) 
aufweist, die jeweils zwischen der Hauptoberf lache jedes 

• der Vielzahl von Halbleiterchips (11, 12) und. "der ersten 
Druckkontakt-Elektrodenplatte (27) vorgesehen sind.' 

13. Halbleitervorrichtung vom Druckkontakttyp nach Anspruch 2 
oder 9, dadurch gekennzeichnet, daS sie weiterhin eine 
Vielzahl von Warmepuf f erplatten (14) aufweist, die 
jeweils zwischen der Hauptoberf lache jedes der -ersten und 
zweiten Gruppen von Halbleiterchips (12., 11) und der 
ersten Druckkontakt-Elektrodenplatte (27) vorgesehen 
sind.- 
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14. Halbleitervorrichtung yom Druckkontakttyp nach Anspruch 

12, dadurch gekennzeichnet, : dafi sie weiterhin eine Folie 
aus Weichmetall. (41) mit einem niedrigen Widerstandswert 
aufweist, die zwischen der Vielzahl von 
WSrmepuff erplatten und der Vielzahl von Halbleiterchips 
vorgesehen ist. 




15'. Halbleitervo rrichtung yom_Drackkontakt typ„ nach__ Ansprtichl. 



12, dadurch gekennzeichnet, daS sie weiterhin eine 
Vielzahl von Silberschichten (42) aufweist, * die jeweils 
zwischen der Vielzahl von Halbleiterchips ' und der 
Vielzahl von W&rmepuf f erplatten vorgesehen sind. 



16. Halbleitervorrichtung vom Druckkontakttyp na:ch Anspruch* 
12, dadurch gekennzeichnet, dafi sie weiterhin eine Folie 
aus Weichmetall (41) mit einem niedrigen Widerstandswert 
aufweist, die zwischen der Vielzahl von 

■ Warmepuff erplatten und den ersten vmd zweiten Gruppen von 
Halbleiterchips vorgesehen ist. 




17. Halbleitervorrichtung vom Druckkontakttyp nach Anspruch 
13/ dadurch gekennzeichnet, dafi sie weiterhin eine 
Vielzahl von Silberschichten (42) aufweist, die jeweils 
zwischen den ersten und zweiten' Halbleiterchips und der 
Vielzahl von Warmepuff erplatten vorgesehen sind. 



18. Halbleitervorrichtung vom Druckkontakttyp nach einem der 
Anspruche 1, 3 und 4, dadurch gekennzeichnet, dafi die' 
Vielzahl von Halbleiterchips FRD-Chips (12). enthalt, die 
bei einem zentralen Teil angeordiiet sind, und IGBT-Chips 
(11), die angeordnet sind, urn die FRD-Chips zu umgeben, 
und die jeweiligen FRD-Chips mit den jeweiligen IGBT- 
Chips parallel geschaltet sind, so dafi ihre 
Stromf lufirichtungen entgegengesetzt zueinander sind. 
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19. Halbleitervorrichtung vom Druckkontakttyp nach Anspruch 
2, dadurch gekennzeichnet, dafi die Halbleiterchips der 
ersten Gruppe von Halbleiterchips FRD-Chips (12) sind und 
die Halbleiterchips der zweiten Gruppe von 
Halbleiterchips IGBT-Chips (11) sind, und die jeweiligen 
FRD-Chijps zu den jeweiligen IGBT-Chips parallel 
geschaltet sind, so daS ihre Stromf luSrichtungen 
entgegengesetzt zueinander sincL 

* 

20,. Halbleitervorrichtung vom Druckkontakttyp nach einem der 
Anspriiche 1, 3 und 4, dadurch gekennzeichnet, . dafi sie 
weiterhin Chiprahmen (13) aufweist, die zwischen der 
Hauptoberflache jedes der Halbleiterchips und der ersten 
Druckkontakt-Elektrodenplatte vorgesehen sind, zum 
. Position! er en und Fixieren jedes der Halbleiterchips in 
einer horizoiitalen Richtung. 

21. Halbleitervorrichtung vom Druckkontakttyp nach Anspruch 
2, -dadurch gekennzeichnet, daS sie weiterhin Chiprahmen 
(13) aufweist, die zwischen der Hauptoberflache jeder der 
ersten und zweiten Gruppen von Halbleiterchips und der 

• ersten Druckkontakt-Elektrodenplatte vorgesehen sind, zum 
Positionieren und Fixieren der ersten und zweiten Gruppen 
von Halbleiterchips in einer horizontaleh Richtung. 

22. Halbleitervorrichtung vom Druckkontakttyp nach. Anspruch 
20, dadurch gekennzeichnet, daS sie weiterhin einen 
Isolierrahmen (16) aufweist, der in der Hauptoberflache 
jedes der Vielzahl von Halbleiterchips vorgesehen ist, 
mit Offnungen bei Positionen erttsprechend den jeweiligen 
Halbleiterchips, wobei die Chiprahmen Kerbenteile (13a) 
im AuSenumfangsteil haben, der Isolierrahmen 
projizierende Teile (16a) hat, um mit den Kerbenteilen. 
der Chiprahmen in Eingrif f zu sein, die Chiprahmen und 
der Isolierrahmen in Eingriff miteinander sind, um 



dadurch jeden der Halbleiterchips in oberen und unteren 
Richtungen zu positiohieren und zu fixieren. 

V 

Halbleitervorrichtung vom Druckkontakttyp nach Anspruch 
21 , dadurch gekennzeichnet, dafi sie weiterhin einen 
Isolierrahmen (16) aufweist, der in der Hauptoberf lache 
jeder der ersten und zweiten Gruppen von Halbleiterchips 
vorg«sehenr-i rs^r— initr-Sffnungen- bei— Posi-t-ionen-^ntspr-eehend 
der ersten und zweiten Gruppen von Halbleiterchips, wobei 
die Chiprahmen Kerbenteile (13a) im AuSenumfangsteil- 
haben, der Isolierrahmen vorstehende Teile (16a) hat, urn 
mit den Kerbenteilen der Chiprahmen in Eingriff zu sein, 
die Chiprahmen. und der Isolierrahmen in Eingriff 
miteinander sind, ura dadurch die ersten und zweiten 
Gruppen von Halbleiterchips in oberen und unteren 
Richtungen zu positionieren und zu fixieren. 

Halbleitervorrichtung vom Druckkontakttyp nach einem der 
Anspruche 1, -3, 4, 8, 10, 11, 14, 15, 18, 20 und 22, 
dadurch gekennzeichnet, da£ die erste Druckkontakt- 
Elektrodenplatte saulenartige vorstehende Teile. bei den 
Positionen entsprechend den jeweiligen Halbleiterchips 
hat und die Hauptoberf l&che jedes der Halbleiterchips 
durch die vorstehenden. Teile einem Druckkontakt 
unterzogen wird. 

Halbleitervorrichtung vom Druckkontakttyp nach einem der 
Anspruche 2, 9, 12, 13, 16, 17, 18, 21 und 23, dadurch 
gekennzeichnet, da£ die erste Druckkontakt- 
Elektrodenplatte saulenartige vorstehende Teile bei den- 
Positionen entsprechend den ersten und zweiten Gruppen 
von Halbleiterchips hat und die ersten und zweiten 
Gruppen von Halbleiterchips durch die vorstehenden Teile 
einem Druckkontakt unterzogen werden. 



26. Halbleitervorrichtung vom Druckkontakttyp nach Anspruch 
4, dadurch gekennzeichnet, daS sie weiterhin einen 
Ringrahmen (17) aufweist, mit einer Offnung (20) 
entsprechend der zweiten Druckkontakt-Elektrodenplatte, 
und in Eingriff mit diem Isblierrahmen, urn dadurch die 
Vielzahl von Halbleiterchips und die WSrmepuf f erplatte 
vom Plattentyp im Mehrschichtenaufbau anzuordnen. 
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